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INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWE.

FOTOTRANZYSTOR e ' BPXP 29

- BEXP 29 Jjest krzembwym epiplanarnym fototranzystorem n-p-n .
z wyprowadzong bazq.vMonfOWany Jest w obudowie plastikoﬁej Z
soczewkg. BPXP 29 jest.szybkim'fototranzystorem o duze]j czuio=-
gci, Znajduje zastosowanie w czujnikach optycznych, ukiadach

automatyki i sterowania w przetwornikach analogowo-cyfrowych.

Kropka oznaocgzajgca emiter

_min120 [ 85

4

' max' 55

poasp

Rys.1.;0budowa fototranzystora BPXT .29

- DOYUSZCZAINIS PARAMETRY EKS PLOATACYJNE

Napiceie kolektor-baza L U o
Napigeie kolektor —emiter s i Usp = 70V
Napigcie emiterfbaza : = U
Nupi@oie'emiter—koLektor o UEC = 5V
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lMoc catkowita strat /%, <45 C/ =R =100 m/



Temperatura zlaoza t. = 100%
; J
sakres temperatury otoczenia
W czasle pracy L = 40 = +70°C
amb :
PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE
Nazwa parametru |Symbol| Jedn | Viertosd Wi runki
min, | typ. | max. poniaru
| Natgzenie pradu ICEO nA 5 50 UCE = 50V
ciemnego
* ID = 0
Natg¢zenie pradu IL mA. | 4 6 op = SV'
Jasnego . 2 Ev = 10001x
Tb = 2856 K
Viidmowy zakres : 0,40
A ? U = v
pracy . ve 1,05 on =2
Drugosé fali S :
dla maksymalnej | A um 0,8 U5 o FRRER (S45R'S
czutoscl widmo- opt: el
wej
Kot poxdwkowy .
wigzkl absorbo=- 8 ces 15 Usp = 5V
wanej : ‘ »
Czas opoZmienia td ,/us 0,4 ‘UCE = 5V
Czas narastania, tr /us 0,8 1,2 IC 'f 3 mA. 
Czas magazyno- 4 s 0,1 IB’ =0
wania : gai]al/ . o ;
. . = umn
Czas opadania ta. e 0,5 | liy0 Srileees
Ridi= 100 Q
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‘Rys.2,Charakterystyka prqdowo-napi@ciowa.fotoffanzystorauﬁPXP 29

Rys.3.Charakterystyk: kotowa czutosci BIXP 29
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PRAWO EPRODUKCII ZASTRZEZONE



